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Методом наносекундной лазерной абляции в вакууме и фоновом газе синтезированы тонкие пленки ок-
сида кремния различной стехиометрии. С помощью трех различных методик определена локальная степень 
окисления образцов. Установлено, что по мере увеличения расстояния до оси лазерного факела имеет место 
монотонное повышение содержания кислорода в пленках, обусловленное неоднородностью его окисления. Об-
наружено значительное повышение аблируемой массы при понижении давления фоновой смеси с 60 до 20 Пa, 
что связано с увеличением обратного потока вещества на мишень. Проведено сравнение эффективности окис-
ления пленок в случае нагрева на этапах синтеза и отжига уже сформированной пленки. Продемонстрировано, 
что составом пленок можно управлять, изменяя давление инертного газа при постоянном давлении химически 
активной компоненты в фоновой смеси. 
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Импульсная лазерная абляция широко используется для осаждения различных нано-
структурированных покрытий [1]. Интерес к этому методу обусловлен универсальностью 
выбора исходных веществ и высокой чистотой получаемых материалов. Метод позволяет 
тонко регулировать процесс осаждения с помощью различных параметров. В случае аб-
ляции в условиях высокого вакуума результат осаждения в большей степени определяется 
режимами облучения (длиной волны, интенсивностью, частотой следования импульсов 
и т.д. [2, 3]) и состоянием поверхности подложки (составом, шероховатостью, температу-
рой [4]). Возможности метода заметно расширяются при его реализации в атмосфере фо-
нового газа. Хотя начальная стадия формирования лазерного факела ввиду значительной 
разницы между давлениями паров облучаемого вещества и фонового окружения слабо 
зависит от окружающей среды, на более поздних временах роль фонового газа стано-
виться весомой [5, 6]. Так, при малых фоновых давлениях (менее 20 Pa) разлет представ-
ляет собой расширение плотного факела, который переходит в рассеяние и диффузию 

* Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ MK-2404.2019.8 (осаждение пленок кремния), 
государственного задания ИТ СО РАН, номер гос. регистрации 121031800214-7 (весовые измерения) и РФФИ, 
проект № 19-08-01014 (анализ полученных пленок). 
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